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]ell)7)+raphene)interface

) ) ) )Silicon)dioxide) is)not) the)best)dielectric) for) interaction)
with)graphenew)<ts)dangling)bonds)and)charge)traps)result)
in) direct) doping) graphene) and) disturb) the) superior)
properties)of)the)pure)graphene)itself)[1]w
)))))There)are)several)ways)we)are)working)on)in)order)to)
overcome)this)issueV)))))
llllEa4lUselmorelappropriatelsubstrates3lBNvlsapphirel[M]k

llllEb4lUselSiOjqSilwafersvlmodifiedlwithlselfCassembledl

monolayersvliQeQlOTSvlAPTESl[G]k

llllEc4lEliminatelthelgrapheneCdielectriclinterfacelbyl

suspendinglthelactivelareal[j]Q
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]hange)in)density)of)charge)carriers)

]hange)in)<kS)current)which)is)recorded,)

!lectrolyte)gating)of)+"!T)is)not)straightforward)and)quite)
different)from)a)typical)"!T)gatingw
There)are)two)main)components)of)electrolyte7induced)
gatingV
lllllEa4lCQlClquantumlcapacitancelCldueltoldensityloflstatesl

inlgraphenek

lllllEb4lDoubleClayerlcapacitance
))

)))))):ssume)a)real)caseV)a)cell)is)hsittingh)on)a)+"!Tw)The)
+"!T)is)biased)with)V+S)and)VkSR)and)<kS)is)recordedw)<f)an)
action)potential)occurs)across)the)cellR)this)will)induce)local)
surface)potential)changesw)This)small)variation)in)<kS)will)be)
detectedw
)))))jeverthelessR)there)is)still)a)trade7off)between)the)size)
of)the)graphene)active)area)compared)to)the)size)of)cellsV
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)))))))<n)the)last)yearsR)graphene7based)devices)have)demonstrated)their)potential)for)molecular)biosensing)applicationsw)'ore)recentlyR)the)high)sensitivity)of)solution7gated)
graphene) field)effect) transistors)has)been)exploited) for)cell7based)biosensing)applicationsR)such)as) the) recording)of)cellular)activity) [p]w)kue) to) their)biocompatibility) in)
combination) with) good) signal7to7noise) ratioR) such) devices) are) excellent) candidates) for) extracellular) measurements) [.]w) KoweverR) cell) experiments) do) require) a) large)
number)of)reliable)devices)to)generate)statistically)significant)dataR)which)is)difficult)to)obtain)with)conventional)graphene)device)technologyw)
The)aim)of) this)work) is) to)establish)a) large7scaleR)high7throughput) fabrication)process) in)order) to)use)graphene)as)a) transducer)of)biological) information) into)electrical)
signalsw)We)fabricate)our)devices)on)qbb)wafersR)each)yielding)in)v.)chipsR)pp)by)pp)mm)sizew)!very)chip)contains)an)array)of)1.)+"!Tsw)The)active)area)of)the)chip)Hfor)
further)cell)growth5) is)around).)mm.R)while)each)+"!Tbs)channel)size)differs)between)A)and)1Ad)µm.)with)altered)configurationsw)We)have)developed)a)multichannel)
measurement)system)that)allows)us)to)measure)all)1.)transistors)on)a)chip)simultaneouslyw)This)approach)makes)it)possible)to)measure)not)just)discrete)spikesR)but)even)
propagation)of)the)action)potential)through)the)neuronal)networkw)
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:) wafer7scale) fabrication) of) graphene) "!T) arrays) has) been) introducedw) The)
measured)transcondactances)H.d7.v)µS5)are)an)order)of)magnitude)smaller)than)
high7performance) +"!Ts) [v]R) which) gives) us) the) motivation) for) further)
improvementsw)The)improvements)are)comprised)ofV)
llllEa4lusinglSAMsltoladjustldielectricCinducedldopingk

llllEb4loptimizinglthelGFETPslsizelinltermsloflSNRk

llllEc4limprovinglthelgrapheneCsubstratelinterfacelbylusinglotherlfabricationl
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